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(57) Abstract: The invention relates to a method and a through-vapor mask for depositing layers in a structured manner by means
of a specially designed coating mask (1) which has structures (4) that accurately fit into complementary alignment structures (5) of
the microsystem wafer (2) to be coated (8) in a structured manner such that the mask and the wafer can be accurately aligned relative
to one another. Very precisely defined areas on the microsystem wafer are coated (8) through holes (7, 7°) in the coating mask, e.g.

by means of sputtering, CVD, or evaporation processes.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung beschreibt eine Verfahrensweise und eine Durchdampfmaske zur strukturierten Schicht-
abscheidung mit einer besonders gestalteten Beschichtungsmaske (1), die Strukturen (4) aufweist, welche sich passgenau in komple-
mentire Justagestrukturen (5) des strukturiert zu beschichtenden (8) Mikrosystemtechnikwafers (2) setzen, so dass sich die Maske
und der Wafer genau zueinander ausrichten lassen. Durch Locher (7, 7') in der Beschichtungsmaske hindurch werden sehr exakt
definierte Bereiche auf dem Mikrosystemtechnikwafer beschichtet (8), beispielsweise durch Sputtern, CVD oder Verdampfungspro-

Zesse.
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